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PatentansprQche 



1. Schutzanordnung ftlr einen Akkumulator gegen Tiefent- 
ladung, bei der bei Erreichen einer vorgegebenen, unter- 
sten Ent lades chluB-Spannung das zu versorgende Gerftt 
roittels eines von einer Oberwachungseinrichtung gesteuer- 
ten Schaltglieds vom Akkumulator abgetrennt wird, 
dadurch gekennzeichnet , 

daB das Schaltglied mindestens ein Halbleiterelement 
(T 1) 1st, daB der dem Akkumulator (B) entnousene Strom 
Uber das Halbleiterelement (T 1) sowohl zum Gerflt (0) 
als auch zur Oberwachungseinrichtung flieBt, 
daB bei Erreichen der Ent lades chluB-Spannung das 
Halbleiterelement (T 1) in den Sperrzustand dbergeht, und 
daB sich das Halbleiterelement (T 1) ohne Leistungsver- 
brauch im Sperrzustand selbst halt. 

2. Schutzanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Oberwachungseinrichtung einen ersten Halbleiter- 
schalter (T 1), einen ersten Spannungs teller (R H, R 3), 
einen zweiten Halbleiterschalter (T 2, Op) und einen 
zweiten Spannungsteiler ( R l t R 2) aufweist, 

daB die Spannungsteiler-Spannung des ersten Spannungsteiler* 
(R R 3) von der Ausgangsspannung des ersten Halblelter- 
schalters ( T 1) abhfingt, der Leitzustand des zweiten Halb~ 
leiterschalters (T 2, Op) von der Spannungsteiler-Spannung 
abhflngt und der zweite Halbleiterschalter ( T 2, Op) im 
Leitzustand den ersten Halbleiterschalter (T 1) flber den 
zweiten Spannungsteiler (R 1, R 2) leitend hftlt t und 
daB bei gesperrten Halbleiterschaltern (T l f T 2, Op) 
erst ein externes Signal ("Ein") deren Leitzustand wieder 
herstellen kann. 
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3. Schutzanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB der erste Halbleiterschalter ein Transistor 

( T 1) ist. 

4. Schutzanordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der zweite Halbleiterschalter ein Tran- 
sistor (T 2) ist. 

5. Schutzanordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet , 

daft der zveite Halbleiterschalter ein als Trigger be- 
schalteter Operationsverst&rker (op) ist, dessen Ver- 
sorgungsspannung ebenfalls Qber das Halbleiterelement 
(H6 ) zugefQhrt ist, 

daft der invert ierende Eingang des Operations vers tarkers 
(Op) das Spannungsteiler-Signal des zweiten Spannungs- 
teilers ( H 1, R 2) erhSlt, 

dafl das Aus gangs signal des Operationsverstarkers (Op) den 
ersten Halbleiterschalter (T 1 ) ansteuert und diesen 
leitend halt, solange die Entladeschlufi-Spannung nicht 
unterschritten ist. 

6. Schutzanordnung nach einem der Ansprdche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafi das Halbleiterelement ( HB ) ein 
Schalt transistor oder Thy ris tor -ist. 
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Schutzanordnunr fur Akkumulator gegen Tiefentladung 



Die Erfindung betrifft eine Schutzanordnung fOr einen Akku- 
mulator gegen Tiefentladung, bei der bei Erreichen einer 
vorgegebenen, untersten En t lades chlufi-Spannung das zu ver- 
sorgende Ger&t mittels eines von einer Oberwachungsein- 
richtung gesteuerten Schaltglieds vom Akkumulator abge- 
trennt wird. 

Bei Geraten, die stflndig oder zeitweise aus wiederauf lad- 
fa are n Akkumulatoren betrieben werden, jmifi der Betrieb des 
Gerates oder Verbrauchers beendet werden, venn eine Ent- 
ladeschlufi-Spannung des Akkumulators erreicht ist, da bei 
einer zu weitgehenden Entladung insbesondere die Lebensdauer 
des Akkunulators herabgesetzt wird. Deshalb soil den Akku- 
mulator so lange kein Strom mehr entnommen verden, solange 
nicht seiner Wiederauf ladung sichergestellt ist. 

Biaher wird, vie eingangs ausgef Ohrt , der Verbraucher vom 
Akkumulator durch einen mechanischen Schalter, ein Re la is 
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Oder ein Schtitz abgetrennt, wenn die noch zulSssige unter- 
ste Spannung bei der Entladung, die sogenannte Entlade- 
schluB-Spannung, unterschritten wird. Derartige Schaltglie- 
der sind sehr sperrig und grofi und daher nur bei stationflren 
Anlagen verwendbar. 

Bei Anlagen Oder Gerfiten, bei denen elektromechanische Schal- 
ter nicht verwendet werden k5nnen, werden bisher tiberwachungs- 
einrichtungen verwendet, die die Spannung am Akkumulator stan- 
di g erfassen und bei Erreichen der Entladeschlufi-Spannung den 
Verbraucher vom Akkumulator abtrennen. Jedoch fliefit bei der- 
artigen Schutzanordnungen auch nach Abtrennen des Verbrau- 
chers standig Strom, der die Oberwachungseinrichtung speist. 
Obwohl dieser Strom relativ klein ist, ftihrt dies nachteilig 
nach einiger Zeit ebenfalls zur unerwtinschten Tief entladung. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Schutzanordnung der 
eingangs genannten Art so aufzuftthren, daB ohne Verwendung 
elektromechanischer Schaltglieder eine Tiefentladung des 
Akkumulators sicher vermieden wird. 

Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus, daB eine Reihe von 
Halbleiter-Bauelementen ohne Leistungsverbrauch im Sperr- 
zustand bleiben kann. 

Die Aufgabe wird errindungsgemaB dadurch gel5st, daB das 
Schaltglied mindestens ein Halbleiterelement ist, dai:» der dem 
Akkumulator entnoiranene Strom Qber das Halbleiterelement sowohl 
zum Gerat als auch zur Oberwachungseinrichtung flieat , daB 
bei Erreichen der EntladeschluB-Spannung das Halbleiter- 
element in den Sperrzustand Ubergeht und daB sich das Halb- 
leiterelement ohne Leistungsverbrauch iro Sperrzustand selbst 
halt. 

Vorteilhaft ist dabei die Uberwachungseinrichtung, die das 
Halbleiterelement mit steiler Steuersignal-Flanko " ■•• T 
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zustand in den Sperrzustand UberfOhrt, aus aktiven und 
paasiven Bauelementen aufgebaut. 

Bei einem ersten AusfOhrungsbeispiel der Erfindung besteht 
die Oberwachungseinrichtung aus zwei jeweils mit einem 
Spannungsteiler reihengeschalteten Halbleiterschaltern , wo- 
bei die Spannungsteiler-Spannungen, d.h. die Spannungen am 
jeweiligen Abgriff , den jeweils anderen Halbleiterschalter 
anateuern. Dadurch hangt der Leitzustand jedes Halbleiter- 
schalters von der jeweils anderen Spannungsteiler-Spannung 
ab, wodurch bei Unterschreiten der EntladeschluB-Spannung 
die Halbleiterschalter in Porm eines Kippvorgangs in den 
Sperrzustand Hbergehen, wodurch auch das Halbleiterelement 
in den Sperrzustand Obergeht und sich so lange in diesem 
Sperrzustand halt, bis ein externes Signal an die Oberwachungs- 
einrichtung deren Halbleiterschalter wieder in den Leitzustand 
QberfOhrt . 

Die Halbleiterschalter kOnnen dabei durch Transistoren ge- 
bildet sein. Vorzugsweise besteht einer der Halbleiterschal- 
ter aus einem als Trigger beschalteten Operationsverstarker, 
wodurch vorteilhaft der Abschaltpegel bzw. die EntladeschluB- 
Spannung genauer einstellbar ist. 

Durch die Erfindung wird nicht nur ein sicheres Abtrennen des 
Cerates vom Akkumulator bei Erreichen der EntladeschluB- 
Spannung ohne Leistungsverbrauch erreicht. Da die erfindungs- 
gemflBe Schutzanordnung aus aktiven und passiven Bauelementen 
besteht, kann sie sehr klein und damit leicht ausgefOhrt 
werden, wobei auch eine Teilintegration m5glich ist. 

Die Erfindung wird anhand der in der Zeichnung dargestellten 
Ausfflhrungsbeispiele naher erlautert. 

Es seigen: 
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Pig. 1 ein erstea Ausftlhrungsbeispiel der erfin- 
dungsgem&Ben Schutzanordnung; und 

Pig. 2 ein zweites AusfUhrungsbeispiel der erfindungs- 
gemSfien Schutzanordnung. 

Gemfifl der Pig. 1 flieflt durch einen Verbraucher V Strom von 
einer Batterie oder einem Akkumulator B liber ein Halbleiter- 
element HS, wie z.B. einen Siliziumtransistor. Das Halb- 
leitereleroent HS ist in einem zu dessen Ansteuerung vorge- 
sehenen Ger&t 0 en thai ten, das von einer Oberwachungs- 
einrichtung versorgt wird. Wenn die Spannung des Akkumulators 
B grSfier als die EntladeschluB-Spannung ist, wird das Ge- 
rflt G Qber einen mit dem Akkumulator B verbundenen Tran- 
sistor T 1 der Oberwachungseinrichtung in dessen Leitzu- 
stand versorgt. Mit dem PNP -Trans is tor Tl ist ein Spannungs- 
teiler R *, R 3 reihengeschaltet , dessen Ab griff spannung 
oder Spannungsteiler-Spannung einen NPN-Transistor T 2 an- 
steuert, der seinerseits- mit einem Spannungsteiler R 1, 
R 2 reihengeschaltet ist, dessen Ab griff spannung oder 
Spannungsteiler-Spannung den ersteren PNP-Transistor T 1 
ansteuert. Solange die Kollektorspannung am Transistor T 1 
ausreichend grofi ist, tritt am Spannungsteiler R 4, R 3 
eine Spannung auf, die ausreicht, urn den Transistor T 2 
leitend zu halt en. Dadurch wird aber auch der Transistor T 1 
fiber den Spannungsteiler R 2, R l leitend gehalten. Sobald 
die Kollektorspannung des Transistors T 1 unter einen vor- 
gegebenen Pegel, n&nlich die EntladeschluB-Spannung, sinkt, 
reicht die Spannungsteiler-Spannung des Spannungsteilers 
R 4, R 3, nicht mehr aus, den Transistor T 2 in Leitzustand zu 
halten. Der Transistor T 2 beginnt in den Sperrzustand flber- 
zugehen. Dadurch beginnt auch der Transistor T 1 in den 
Sperrzustand Uberzugehen. Dadurch wiederum sinkt die Spannungs- 
teiler-Spannung des Spannungsteilers R 4, R 3 weiter ab, 
wodurch der eingeleitete Vorgang sehr schnell fortgesetst 
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wird, bis beide Transistoren I i, 12. vollstftndig ge- 
sperrt sind, d.h. bis die Oberwachungseinrichtung in den 
Sperrzustand gekippt ist. Dadurch wird das Gerftt Q nicht 
mehr stromversorgt , wodurch auch das Halbleiterelement HS 
in den Sperrzustand Ubergeht und der Verbraucher V von 
dem Akkumulator abgetrennt wird. 

Auch wenn nun die Spannung des Akkumulators B wieder an- 
steigt, bleibt die Oberwachungseinrichtung im Sperrzustand. 
Erst wenn an einem mit dem Kollektor des Transistors T 2 
verbundenen Eingang ein n Ein w -Null -Potential angelegt wird, 
kann die Oberwachungseinrichtung wieder in den Leitzustand 
UbergefQhrt werden. 

Urn den Abschaltpegel entsprechend der EntladeschluA-Spannung 
genauer einstellen zu kOnnen, ist es zweckm&Aig, den Tran- 
sistor T 2 durch einen als Trigger beschalteten Operations- 
verst&rker zu ersetzen, wie das in Pig. 2 dargestellt ist. 

Die Punktionsweise ist dab ei grundsatzlich die gleiche. Dabei 
ist darauf zu achten, dafi die Vers orgungs spannung des Opera- 
tions vers t fir kers ebenso wie die Vers orgungs spannung des Span- 
nungsteilers R 4, R } der Schutzanordnung genflfi Pig. 1 vom 
Kollektor des Transistors T 1 bezogen wird. 

Solange die Kollektorspannung des Transistors T 1 aus- 
reichend groB ist, namlich oberhalb des Abschaltpegels, 
liegt am invert ierenden oder Minus -Eingang des Operations- 
verst&rkers Op ein positiveres Potential als am nicht - inver- 
tierenden Oder Plus-Eingang. Dadurch liegt das Aus gangs - 
signal am Ausgang des Operationsverstttrkers Op auf Null- 
Potential, wodurch der Transistor T 1 Qber einen Widerstand 
R 6 im Leitzustand gehalten wird. 
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Die Spannungsteiler R 1, R 2 bzw. R 3> R 1, ZD an den Ein- 
gangen des Operationsverstarkers Op sind dabei so gewShlt, 
dafi bei Erreichen der EntladeschluB-Spannung die Spannung 
am Minus-Eingang kleiner wird als diejenige am Plus-Eingang. 
Dadurch wird das Ausgangssignal des Operationsverstarkers Op 
positiv. Dadurch aber beginnt der Transistor T 1 in den 
Sperrzustand ilberzugehen und sinkt seine Kollektorspannung 
ab. Dadurch wiederum wird die Potentialdif ferenz zwischen 
den EingSngen des Operationsverstarkers Op verstSrkt, weshalb 
der Transistor T 1 wieder in Form eines Kippvorganges sicher 
in den Sperrzustand Ubergeht. 



Wenn dabei die Versorgungsspannung des Operationsverstarkers 
Op wahrend des Kippvorgangs annahernd den Pegel Null erreicht, 
so ist es bereits aus diesem Grund nicht mehr moglich, den 
Endstufentransistor des Operationsverstarkers Op durchzu- 
steuern. d.h. in den Leitzustand zu bringen, weshalb die 
gesamte Schutzanordnung im Sperrzustand gehalten wird. Dadurch 
geht, wie oben, das Halbleiterelement HS ebenfalls in den 
Sperrzustand tlber und bleibt in diesem bis wieder ein Ein- 
Signal an die Oberwachungseinrichtung angelegt wird. 
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BASIC- ABSTRACT: 

When a specified lowest end of discharge voltage is reached, the load 
is disconnected from the battery by a switch controlled by a 
monitoring device. The switch is formed by at least one semiconductor 
component (Tl) through which the battery (B) current flows both to 
the load (G) and to the monitoring device. 



When the end of discharge voltage is reached, the semiconductor is 
polarised in blocking direction and remains blocked without any power 
consumption. Preferably, the semiconductor forms part of the 
monitoring device, which has in addition a second semiconductor (T2) 
and two voltage dividers (R3, R4 ; Rl, R2) , dependent on output 
voltages of the two semiconductors. The blocking semiconductors 
polarity can be changed only by an external signal. 
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